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(57) Hauptanspruch: Eine temperaturkompensierte Schal-
tung fiir einen Leistungsverstarker durch eine Diodenspan-
nungssteuerung, bei der ein erster Widerstand (Rref), eine
erste Diode (D1) und eine zweite Diode (D2) mit einer Re-
ferenzspannung in Reihe geschaltet sind, wobei die tempe-
raturkompensierte Schaltung folgende Merkmale aufweist:
einen zweiten Widerstand (R1), der mit der Referenzspan-
nung verbunden ist;

einen dritten Widerstand (R2), der mit dem zweiten Wider-
stand in Reihe geschaltet ist;

einen vierten Widerstand (Rc), bei dem ein Anschluss mit
der Referenzspannung verbunden ist;

einen funften Widerstand (Re), bei dem ein Anschluss mit
Masse verbunden ist;

einen Vorspannungstransistor, der einen Basisanschluss,
der mit einem Kontaktpunkt (VS) zwischen dem zweiten wi-
derstand und dem dritten Widerstand verbunden ist, einen
Kollektoranschluss, der mit dem anderen Anschluss des
vierten Widerstands verbunden ist, und einen Emitteran-
schluss aufweist, der mit dem anderen Anschluss des flinf-
ten Widerstands verbunden ist; und

einen sechsten Widerstand (Rf), der zwischen einen Rei-
henschaltungsanschluss zwischen der ersten...
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
einen Leistungsverstarker, der in einer personlichen
tragbaren Kommunikationsvorrichtung, wie z. B. ei-
nem Mobiltelefon oder einem Personaldigitalassis-
tenten (PDA), enthalten ist, und insbesondere auf
eine temperaturkompensierte Schaltung fiir einen
Leistungsverstarker.

Stand der Technik

[0002] Mit der Entwicklung von elektronischen
Technologien werden tragbare elektronische Vorrich-
tungen effizient konzipiert und kostenglinstig herge-
stellt. Die tragbaren elektronischen Vorrichtungen
umfassen hauptsachlich Rufanlagen, Mobiltelefone,
Musikabspielgerate, Taschenrechner, Laptop-Com-
puter und PDAs. Die tragbaren elektronischen Vor-
richtungen erfordern im Allgemeinen Gleichstrom-
leistung, und eine oder mehr Batterien werden als
eine Energiequelle zum Liefern von Gleichstromleis-
tung verwendet.

[0003] Drahtlose tragbare Kommunikationsendge-
rate, wie z. B. Mobilhandapparate oder Mobiltelefo-
ne, werden kompakt und leicht. Dementsprechend
wird die Grolke einer Batterie, die einen erheblichen
Teil des Mobilhandapparats einnimmt, kleiner, um in
den Mobilhandapparat zu passen, der kompakt und
leicht ist. In dem Fall des Mobiltelefons wird neben ei-
nem kleineren Endgerat und einer kleineren Batterie
eine langere Sprechzeit bendtigt. Somit ist die Le-
bensdauer der Batterie ein wichtiger Faktor bei den
Mobilkommunikationsendgeraten, wie z. B. Mobil-
handapparaten oder Mobiltelefonen.

[0004] Die Temperatur bei der Verwendung dieser
personlichen drahtlosen Kommunikationsvorrichtun-
gen andert sich gemal einer Veranderung einer Jah-
reszeit, dem Betrieb eines Verstarkers oder einer Be-
triebsdauer. Ein Aufrechterhalten eines bestimmten
Merkmals eines Leistungsverstarkers trotz der Ver-
anderung der Temperatur ist ein weiterer wichtiger
Faktor beim Bestimmen der Leistung des Endgerats.

[0005] Eine Vorspannungsschaltung, um eine Tem-
peratur zu kompensieren, wird flir einen héheren Ver-
starkungsbetrieb eines Leistungsverstarkers in ei-
nem angemessenen Betriebsbereich trotz der Veran-
derung der Temperatur benétigt. Gemal einer her-
kémmlichen Technologie wird eine Schaltung, wie sie
in Fig. 1 gezeigt ist, fir die Vorspannung eines Leis-
tungsverstarkers verwendet.

[0006] Fig. 1 ist ein Schaltbild einer Vorspannungs-
schaltung eines herkdmmlichen Leistungsverstar-
kers. Unter Bezugnahme auf Eig. 1 ist ein Transistor

Q2 eine vereinfachte Form eines Verstarkungsendes
eines Leistungsverstarkers. Ein Transistor Q1 ist ein
Vorspannungstransistor oder ein Gleichstrompuffer-
transistor, der eine Vorspannungsspannung an eine
Basis des Transistors Q2 liefert. Da der Transistor Q1
nicht ausreichenden Strom kompensiert, der an den
Transistor Q2 angelegt wird, wenn eine Vorspan-
nungsspannung V. direkt in die Basis des Transistors
Q2 eingegeben wird, wird derselbe als ein Gleich-
strompuffertransistor bezeichnet. In Fig. 1 wird eine
Leistungsspannung Vcc an die Transistoren Q2 und
Q1 angelegt, wahrend eine Referenzspannung Vref
an einen Widerstand Rref eines Vorspannungsschal-
tungsblocks 200 angelegt wird. Ein statischer Kollek-
torbetriebsstrom des Transistors Q2 ist durch einen
statischen Betriebsstrom |, angezeigt.

[0007] Vor der Beschreibung der herkédmmlichen
Erfindung muss die typische Stromcharakteristik ei-
ner Diode verstanden werden. Fachleute werden
ohne weiteres erkennen, dass die Stromcharakteris-
tik einer typischen Diode identisch mit derjenigen ge-
mal einer Basis-Emitter-Spannung eines Transistors
ist.

[0008] FEig. 2ist ein Graph, der die Charakteristik ei-
nes Stroms gemaf einer Spannung zwischen beiden
Enden einer Diode oder die Charakteristik eines
Stroms gemal der Basis-Emitter-Spannung eines
Transistors mit einem Temperaturparameter zeigt. In
Fig. 2 bewegt sich, wenn die Temperatur zunimmt,
eine charakteristische Kurve nach links, so dass eine
Diodenanschaltspannung Vg-(on) abnimmt. Wie es
bekannt ist, weist die Bewegung der Kurve einen
Wert von etwa -2 mV/°C auf. Wenn die Vorspan-
nungsspannung Vbias konstant ist, ist die effektive
Basis-Emitter-Spannung Vg(eff) = Vbias — Vg (on),
so dass der Strom zunimmt.

[0009] Dann wird bei der Temperaturkompensati-
onsoperation des herkdmmlichen Vorspannungs-
schaltungsblocks 200 von Eig. 1 angenommen, dass
eine Spannung eines V,-Knotens konzipiert ist, um
durch den Widerstand Rref und zwei Dioden D1 und
D2 bei der Zimmertemperatur von etwa 25°C 2,6 VV zu
sein. Dies bedeutet, dass ein Wert des Widerstands
Rref derart gesetzt wird, dass die Spannung zwi-
schen beiden Enden jeder der beiden Dioden, die in
Reihe geschaltet sind, 1,3 V wird.

[0010] Die Spannung zwischen dem Basis-Emitter
der Transistoren Q1 und Q2 betragt 1,3 V wie die Di-
oden D1 und D2.

[0011] Wenn eine Betriebstemperatur zunimmt,
nimmt bei den Transistoren Q1 und Q2, wie es in
Eig. 2 gezeigt ist, die Basis-Emitter-Anschaltspan-
nung Vge(on) ab, so dass der statische Betriebsstrom
lq zunimmt. Da jedoch die Dioden D1 und D2 die glei-
che Temperaturabhangigkeit wie die Transistoren Q1
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und Q2 aufweisen, nimmt die Spannung V, dement-
sprechend ab. Die Abnahme der Spannung V, be-
deutet eine Abnahme der Basis-Emitter-Spannung
der Transistoren Q1 und Q2. Da auRerdem die effek-
tive Spannung Vgc(eff) zwischen der Basis-Emit-
ter-Spannung der Transistoren Q1 und Q2 sich nicht
verandert, ist der statische Betriebsstrom | konstant.

[0012] Wenn die Betriebstemperatur abnimmt,
nimmt die Basis-Emitter-Anschaltspannung Vgc(on)
bei den Transistoren Q1 und Q2 zu, so dass der sta-
tische Betriebsstrom |, abnimmt. Da jedoch die Dio-
den D1 und D2 die gleiche Temperaturabhangigkeit
wie die Transistoren Q1 und Q2 aufweisen, nimmt die
Spannung V, dementsprechend zu. Die Zunahme
der Spannung V, bedeutet eine Zunahme der Basis-
spannung der Transistoren Q1 und Q2. Da auler-
dem die effektive Spannung Vgc(eff) zwischen der
Basis-Emitter-Spannung der Transistoren Q1 und Q2
sich nicht verandert, ist der statische Betriebsstrom I,
konstant.

[0013] Um die oben angeflihrte Operation zusam-
menzufassen, verfolgt die Spannung V, zwischen
beiden Enden jeder der Dioden D1 und D2 die Ba-
sis-Emitter-Anschaltspannung der Transistoren Q1
und Q2 gemal der Veranderung der Temperatur, so
dass die effektive Spannung Vg (eff) konstant auf-
rechterhalten wird. Somit ist trotz der Temperaturver-
anderung der statische Betriebsstrom |, Kontakt.

[0014] In der Praxis nimmt jedoch, wenn die
V,-Spannung auf etwa 2,4 V abféllt, die Spannung
zwischen beiden Enden des Basis-Emitters jedes der
Transistoren Q1 und Q2 automatisch auf etwa 1,2 V
ab. In diesem Fall nimmt jedoch der statische Be-
triebsstrom |, des Transistors Q2 mehr als die GroRe
bei der Zimmertemperatur zu. Der Grund hierfir liegt
darin, dass die GroRen der Transistoren Q1 und Q2,
die eine grof’e Menge von Strom treiben, viel groflier
sind als diejenigen der Dioden D1 und D2, so dass
die Abhangigkeit von der Temperatur nicht die glei-
che ist. Somit ist es ein Problem, dass die Spannung
V, geringer als 2,4 V sein muss, um eine genaue
Temperaturkompensation durchzufihren, so dass
der statische Betriebsstrom |, des Transistors Q2
konstant aufrechterhalten wird.

[0015] Wenn die Betriebstemperatur tiefer als die
Zimmertemperatur abfallt, nimmt die Spannung V,
durch die Temperaturabhangigkeit, die den Dioden
D1 und D2 eigen ist, zu. Wenn die Spannung V,, auf
etwa 2,8 V zunimmt, nimmt die Spannung zwischen
beiden Enden des Basis-Emitters jedes der Transis-
toren Q1 und Q2 automatisch auf etwa 1,4 V zu.
Dementsprechend nimmt der statische Betriebs-
strom |, des Transistors Q2 verglichen mit dem
Strom bei Zimmertemperatur ab. Aus dem gleichen
Grund tritt bei einem Fall, bei dem die Temperatur zu-
nimmt, um eine genaue Temperaturkompensation

durchzufihren, durch die der statische Betriebsstrom
I des Transistors Q2 konstant aufrechterhalten wird,
ein Problem auf, dahingehend, dass die Spannung
V, groéRer als der statische Betriebsstrom |, sein
muss. Fig. 3 ist ein Graph, der den statischen Be-
triebsstrom I, zeigt, wenn die Temperaturkompensa-
tionsfunktion aufgrund des oben genannten Pro-
blems nicht ausreichend ist, verglichen mit dem stati-
schen Betriebsstrom |, in einem Idealzustand.

[0016] Eine Vielzahl von Schaltungstechniken ist
entwickelt worden, um ein Problem zu I6sen, bei dem
ein konstantes Aufrechterhalten des statischen Be-
triebsstroms |, des Transistors Q2 durch die Tempe-
raturkompensationsfunktion basierend auf der Tem-
peraturabhangigkeit der Dioden D1 und D2 schwierig
ist. Eine der Schaltungstechniken besteht darin, dass
die Spannung zwischen beiden Enden jeder der Dio-
den D1 und D2, die in Reihe geschaltet sind, beliebig
und geeignet gemal einer Temperaturveranderung
verandert wird, um ein idealeres Merkmal des stati-
schen Betriebsstroms |, zu liefern.

[0017] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist eine der
herkdmmlichen Techniken, die eine zusatzliche Tem-
peraturkompensationsfunktion aufweisen, beschrie-
ben. Diese Schaltung umfasst einen Vorspannungs-
schaltungsblock 200 und einen Verstarkerblock 210.
Bei der Konfiguration der Schaltung zeigt ein Transis-
tor 226 einen Teil einer Verstarkungsschaltung, die
ein HF-Signal verstarkt, und ein Transistor 224 ist ein
Gleichstrompuffertransistor, und ein Widerstand R2
Ubernimmt eine Gleichssignalvorspannung einer Ba-
sis des Transistors 226.

[0018] Der Vorspannungsschaltungsblock 200
weist die gleichen Elemente wie der Verstarkerblock
210 auf, um eine Stromspiegelform zu bilden. Ein
Transistor 220 und ein Transistor 222 bilden gespie-
gelte Paare mit dem Transistor 224 bzw. dem Tran-
sistor 226, wahrend ein Widerstand R1 ein gespiegel-
tes Paar mit dem Widerstand R2 bildet.

[0019] Eine Spannung eines Knotens 234 fliel3t von
einer Basis des Transistors 220 lber den Transistor
222 zu Masse, so dass ein Spannungsabfall 2V, be-
tragt. Der Widerstand R1 ist mit einem Basisknoten
240 des Transistors 222 verbunden. Eine Referenz-
gleichspannung Vref ist mit einer Seite eines Wider-
stands Rref verbunden, und ein Strom, der zwischen
beiden Enden des Widerstands Rref flielt, ist Iref.

[0020] Wenn die Betriebstemperatur zunimmt,
nimmt die Basis-Emitter-Anschaltspannung Vgc(on)
des Transistors 222 ab. Da ein Strom Imir fast kon-
stant aufrechterhalten wird, wird jedoch die Span-
nung des Knotens 240 fast konstant aufrechterhal-
ten. Somit nimmt eine effektive Spannung zwischen
dem Basis-Emitter des Transistors 222 zu, so dass
ein Kollektorstrom des Transistors 222 zunimmt und
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die Spannung des Knotens 234 abfallt. Wenn die
Spannung des Knotens 234 abfallt, fallt die Span-
nung eines Knotens 242 automatisch ab. Da die ef-
fektive Spannung zwischen dem Basis-Emitter des
Transistors 226 konstant ist, ist somit eine Verande-
rung des statischen Betriebsstroms |, beschrankt.

[0021] Wenn die Betriebstemperatur abnimmt,
nimmt die Basis-Emitter-Anschaltspannung Vgc(on)
des Transistors 222 zu. Da der Strom Imir jedoch fast
konstant aufrechterhalten wird, wird die Spannung
des Knotens 240 fast konstant aufrechterhalten. So-
mit nimmt die effektive Spannung zwischen dem Ba-
sis-Emitter des Transistors 222 ab, so dass der Kol-
lektorstrom des Transistors 222 abnimmt und die
Spannung des Knotens 234 zunimmt. Wenn die
Spannung des Knotens 234 zunimmt, nimmt die
Spannung eines Knotens 242 automatisch zu. Da die
effektive Spannung zwischen dem Basis-Emitter der
Transistors 226 konstant ist, ist somit eine Verande-
rung des statischen Betriebsstroms |, beschrankt.

[0022] Aullerdem offenbart das US-Patent Nr.
6,566,954 als eine herkdmmliche Technologie, um
eine Spannung, die an Dioden einer Vorspannungs-
schaltung angelegt wird, fein einzustellen, eine zu-
satzliche Kompensationsfunktion zu einer Tempera-
turkompensationsfunktion einer Vorspannungsschal-
tung, bei der eine aktive Vorrichtung anstelle eines
Widerstands in einen Transistor eingefuigt ist, der ein
HF-Signal verstarkt.

[0023] Das US-Patent Nr. 6,452,454 offenbart eine
Technologie einer zusatzlichen Temperaturkompen-
sationsfunktion durch ein zusatzliches Bereitstellen
einer Mehrzahl von Dioden parallel oder von Strom-
wegen in der Vorspannungsschaltung, um die Menge
an Strom einzustellen, die von der Referenzspan-
nung Vref flief3t.

[0024] Das US-Patent Nr. 6,556,082 offenbart eine
weitere Schaltungstechnologie, die eine zusatzliche
Temperaturkompensationsfunktion ermaoglicht, die
durch ein Hinzufiigen von Widerstanden und ein Ein-
stellen eines Verhaltnisses zwischen den Widerstan-
den erreicht wird.

[0025] Das US-Patent Nr. 6,424,225 offenbart eine
Technologie, bei der zusatzliche Schaltungen bereit-
gestellt werden, um gemaR einer Temperaturveran-
derung wirksam zu sein, so dass ein Referenzstrom,
der von der Vorspannungsschaltung geliefert wird,
erhoht oder verringert werden kann, wodurch eine
zusatzliche Temperaturkompensation in einem gro-
Reren Bereich ermdglicht wird.

[0026] Die deutsche Offenlegungsschrift DE 39 02
871 A1 offenbart eine Schaltungsanordnung zur ge-
regelten Stabilisierung des Arbeitspunktes eines
Hochfrequenz-Feldeffekttransistors, dessen mit dem

Hochfrequenzeingang gekoppelte Gate-Elektrode
und dessen mit dem Hochfrequenzausgang gekop-
pelte Drain-Elektrode jeweils Uber einen Kondensa-
tor gleichspannungsmalfig vom Ein- bzw. Ausgang
entkoppelt sind. Die Schaltungsanordnung besitzt
eine Gleichstrom-Gegenkopplung in Form einer ne-
gativen und einer positiven Gleichspannung, von de-
nen die letztere Uber einen Widerstand mit der
Drain-Elektrode gekoppelt ist. Parallel zum Drain-Wi-
derstand sind ein Widerstand eines Spannungstei-
lers und die Basis-Emitter-Strecke eines bipolaren
Steuertransistors vorgesehen, dessen Kollektor ei-
nerseits mit der Gate-Elektrode des Feldeffekttran-
sistors und einem zu diesem parallelen Ladekonden-
sator und andererseits Uber einen Widerstand mit der
negativen Gleichspannung verbunden ist.

[0027] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine temperaturkompensierte Schaltung
fir einen Leistungsverstarker anzugeben.

Offenbarung der Erfindung

[0028] Diese Aufgabe wird geldst durch die Gegen-
stdnde der unabhangigen Patentanspriche. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung sind durch die
abhangigen Anspriche beschrieben.

[0029] Die vorliegende Erfindung liefert eine tempe-
raturkompensierte Schaltung fir einen Leistungsver-
starker, der eine Schaltung aufweist, um eine Dioden-
spannung einer Vorspannungsschaltung zu steuern,
um eine Temperatur des Leistungsverstarkers zu
kompensieren.

[0030] GemalR einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung eine temperaturkompensierte Schaltung fur
einen Leistungsverstarker durch eine Diodenspan-
nungssteuerung, bei der ein erster Widerstand
(Rref), eine erste Diode (D1) und eine zweite Diode
(D2) mit einer Referenzspannung in Reihe geschaltet
sind, wobei die temperaturkompensierte Schaltung
folgende Merkmale aufweist: einen zweiten Wider-
stand (R1), der mit der Referenzspannung verbun-
den ist; einen dritten Widerstand (R2), der mit dem
zweiten Widerstand in Reihe geschaltet ist; einen
vierten Widerstand (Rc), bei dem ein Anschluss mit
der Referenzspannung verbunden ist; einen flnften
Widerstand (Re), bei dem ein Anschluss mit Masse
verbunden ist; einen Vorspannungstransistor, der ei-
nen Basisanschluss, der mit einem Kontaktpunkt
(VS) zwischen dem zweiten Widerstand und dem
dritten Widerstand verbunden ist, einen Kollektoran-
schluss, der mit dem anderen Anschluss des vierten
Widerstands verbunden ist, und einen Emitteran-
schluss aufweist, der mit dem anderen Anschluss
des flinften Widerstands verbunden ist; und einen
sechsten Widerstand (Rf), der zwischen einen Rei-
henschaltungsanschluss zwischen der ersten Diode
und der zweiten Diode und den Kollektoranschluss
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des Vorspannungstransistors geschaltet ist, wobei
die Spannung des Kollektoranschlusses sich zur
Kompensation einer Temperatur verandert.

[0031] Gemal einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung eine temperaturkompensierte
Schaltung fiir einen Leistungsverstarker durch eine
Diodenspannungssteuerung, bei der ein erster Wi-
derstand (Rref), eine erste Diode (D1) und eine zwei-
te Diode (D2) mit einer Referenzspannung in Reihe
geschaltet sind, wobei die temperaturkompensierte
Schaltung folgende Merkmale aufweist: eine dritte
Diode (D3), die mit der Referenzspannung verbun-
den ist; einen zweiten Widerstand (R1), der mit der
dritten Diode verbunden ist; einen dritten Widerstand
(R2), der mit dem zweiten Widerstand in Reihe ge-
schaltet ist; einen vierten Widerstand (Rc), bei dem
ein Anschluss mit der Referenzspannung verbunden
ist; einen funften Widerstand (Re), bei dem ein An-
schluss mit Masse verbunden ist; einen Vorspan-
nungstransistor, der einen Basisanschluss, der mit
einem Kontaktpunkt (VS) zwischen dem zweiten Wi-
derstand und dem dritten Widerstand verbunden ist,
einen Kollektoranschluss, der mit dem anderen An-
schluss des vierten Widerstands verbunden ist, und
einen Emitteranschluss aufweist, der mit dem ande-
ren Anschluss des fiinften Widerstands verbunden
ist; und einen sechsten Widerstand (Rf), der zwi-
schen einen Reihenschaltungsanschluss zwischen
der ersten Diode und der zweiten Diode und den Kol-
lektoranschluss des Vorspannungstransistors ge-
schaltet ist, wobei die Spannung des Kollektoran-
schlusses sich zur Kompensation einer Temperatur
verandert.

[0032] GemalR einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung eine temperaturkompensierte
Schaltung fiir einen Leistungsverstarker durch eine
Diodenspannungssteuerung, bei der ein erster Wi-
derstand (Rref), eine erste Diode (D1) und eine zwei-
te Diode (D2) mit einer Referenzspannung in Reihe
geschaltet sind, wobei die temperaturkompensierte
Schaltung folgende Merkmale aufweist: einen zwei-
ten Widerstand (R1), der mit der Referenzspannung
verbunden ist; einen dritten Widerstand (R2), der mit
dem zweiten Widerstand in Reihe geschaltet ist; ei-
nen vierten Widerstand (Rc1), bei dem ein Anschluss
mit der Referenzspannung verbunden ist; einen flinf-
ten Widerstand (Rc2), der mit dem vierten Wider-
stand in Reihe geschaltet ist; einen sechsten Wider-
stand (Re), bei dem ein Anschluss mit Masse verbun-
den ist; einen Vorspannungstransistor, der einen Ba-
sisanschluss, der mit einem Kontaktpunkt (VS) zwi-
schen dem zweiten Widerstand und dem dritten Wi-
derstand verbunden ist, einen Kollektoranschluss,
der mit dem fiinften Widerstand verbunden ist, und
einen Emitteranschluss aufweist, der mit dem ande-
ren Anschluss des sechsten Widerstands verbunden
ist; und einen siebten Widerstand (Rf), der zwischen
einen Reihenschaltungsanschluss zwischen der ers-

ten Diode und der zweiten Diode und einen Reihen-
schaltungsanschluss zwischen dem vierten Wider-
stand und dem flinften Widerstands geschaltet ist,
wobei die Spannung des Kollektoranschlusses sich
zur Kompensation einer Temperatur verandert.

[0033] Gemal einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung eine temperaturkompensierte
Schaltung fur einen Leistungsverstarker durch eine
Diodenspannungssteuerung, bei der ein erster Wi-
derstand (Rref), eine erste Diode (D1) und eine zwei-
te Diode (D2) mit einer Referenzspannung in Reihe
geschaltet sind, wobei die temperaturkompensierte
Schaltung folgende Merkmale aufweist: eine dritte
Diode (D3), die mit der Referenzspannung verbun-
den ist; einen zweiten Widerstand (R1), der mit der
dritten Diode verbunden ist; einen dritten Widerstand
(R2), der mit dem zweiten Widerstand in Reihe ge-
schaltet ist; einen vierten Widerstand (Rc1), bei dem
ein Anschluss mit der Referenzspannung verbunden
ist; einen funften Widerstand (Rc2), der mit dem vier-
ten Widerstand in Reihe geschaltet ist; einen sechs-
ten Widerstand (Re), bei dem ein Anschluss mit Mas-
se verbunden ist; einen Vorspannungstransistor, der
einen Basisanschluss, der mit einem Kontaktpunkt
(VS) zwischen dem zweiten Widerstand und dem
dritten Widerstand verbunden ist, einen Kollektoran-
schluss, der mit dem finften Widerstand (Rc2) ver-
bunden ist, und einen Emitteranschluss aufweist, der
mit dem anderen Anschluss des sechsten Wider-
stands verbunden ist; und einen siebten Widerstand
(Rf), der zwischen einen Reihenschaltungsanschluss
zwischen der ersten Diode und der zweiten Diode
und einen Reihenschaltungsanschluss zwischen
dem vierten Widerstand und dem flnften Wider-
stands geschaltet ist, wobei die Spannung des Kol-
lektoranschlusses sich zur Kompensation einer Tem-
peratur verandert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0034] Eig. 1 ist ein Schaltbild einer herkdmmlichen
Vorspannungsschaltung eines Leistungsverstarkers;

[0035] Fig. 2 ist ein Graph, der die Beziehung zwi-
schen der Basis-Emitter-Spannung und dem Strom
einer Diode oder eines Transistors zeigt;

[0036] Fig. 3 ist ein Graph, der das Ergebnis eines
Vergleichs zwischen dem statischen Betriebsstrom
lo, wenn die Temperaturkompensationsfahigkeit nicht
ausreichend ist, und dem statischen Betriebsstrom I,
in einem ldealzustand zeigt;

[0037] Fig. 4 ist ein Schaltbild einer herkdmmlichen
Vorspannungsschaltung eines Leistungsverstarkers,
der eine zusatzliche Temperaturkompensationsfunk-
tion aufweist;

[0038] Fig. 5 ist ein Graph, der den statischen Be-
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triebsstrom |, einer Vorspannungsschaltung geman
einem Ausfihrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

[0039] Fig. 6 ist ein Schaltbild einer temperaturkom-
pensierten Schaltung fiir einen Leistungsverstarker
durch eine Diodenspannungssteuerung gemaf ei-
nem Ausflhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0040] Fig. 7 ist ein Schaltbild einer temperaturkom-
pensierten Schaltung fiir einen Leistungsverstarker
durch eine Diodenspannungssteuerung gemaf ei-
nem weiteren Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

[0041] Fig. 8 ist ein Schaltbild einer temperaturkom-
pensierten Schaltung fiir einen Leistungsverstarker
durch eine Diodenspannungssteuerung gemaf ei-
nem weiteren Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

[0042] Fig. 9 istein Schaltbild einer temperaturkom-
pensierten Schaltung fiir einen Leistungsverstarker
durch eine Diodenspannungssteuerung gemaf ei-
nem weiteren Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

[0043] Fig. 10 bis 12 sind Graphen, die die Be-
triebsmodi der tempera turkompensierten Schaltung
fur einen Leistungsverstarker durch eine Dioden-
spannungssteuerung geman der vorliegenden Erfin-
dung zeigen; und

[0044] Fig. 13 ist ein Graph, der Veranderungen
von |, gemaR einer Temperaturveranderung bei den
Betriebsmodi 1, 2 und 3 zeigt.

Beste Ausflihrung der Erfindung

[0045] Bei der vorliegenden Erfindung ist die zu-
satzliche Temperaturkompensation in einem gréfRe-
ren Bereich, wie es in Fig. 5 gezeigt ist, durch ein
Konzipieren einer Schaltung méglich, die wirksam ist,
um einen Referenzstrom zu absorbieren, wenn die
Temperatur zunimmt, und einen Quellenreferenz-
strom, wenn die Temperatur abnimmt.

[0046] Die vorliegende Erfindung umfasst Verfahren
zum Aufrechterhalten eines Werts des statischen Be-
triebsstroms |, bei Zimmertemperatur, wie es in einer
Kurve gezeigt ist, die in Fig. 5 gezeigt ist (Modus 1),
zum Aufrechterhalten des Werts des statischen Be-
triebsstroms |, bei der héchsten Temperatur inner-
halb eines Bereichs, der durch die Spezifikation er-
laubt ist (Modus 2), und zum kontinuierlichen Auf-
rechterhalten des Werts des statischen Betriebs-
stroms |, bei der niedrigsten Temperatur innerhalb
des Bereichs, der durch die Spezifikation erlaubt ist
(Modus 3).

[0047] Bei Modus 1 ist ein Strom bei einer niedrige-
ren/héheren Temperatur bezlglich der Zimmertem-
peratur oben/unten. Bei Modus 2 ist ein Strom bei ei-
ner relativ niedrigeren Temperatur bezlglich einer
héheren Temperatur oben. Bei Modus 3 ist ein Strom
bei einer relativ hdheren Temperatur bezlglich einer
niedrigeren Temperatur unten.

[0048] Fig. 6 ist ein Schaltbild einer temperaturkom-
pensierten Schaltung flr einen Leistungsverstarker
durch eine Diodenspannungssteuerung gemaf ei-
nem Ausflhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung, die aus einem Leistungsverstarker 100, der
eine temperaturkompensierte Schaltung aufweist,
und einer Diodenspannungssteuerschaltung 300 be-
steht.

[0049] Der Leistungsverstarker 100, der eine tem-
peraturkompensierte Schaltung aufweist, umfasst ei-
nen ersten Transistor Q1, der gemal einem Ein-
gangssignal gleichstrompuffert, und einen zweiten
Transistor Q2, der gemal dem ersten Transistor Q1
steuert. Der Emitteranschluss des ersten Transistors
Q1 ist mit dem Basisanschluss eines zweiten Tran-
sistors Q2 verbunden. Eine Spannung Vcc ist an den
ersten und den zweiten Transistor Q1 und Q2 ange-
legt. Ein Referenzwiderstand Rref ist mit dem Basis-
anschluss des ersten Transistors Q1 verbunden und
legt eine Vorspannungsspannung an. Eine erste Dio-
de D1 und eine zweite Diode D2 sind in Reihe zwi-
schen den Basisanschluss des ersten Transistors Q1
und Masse oder Erde geschaltet und setzen gleich-
zeitig eine Vorspannungsspannung, die an den Basi-
sanschluss des ersten Transistors Q1 angelegt wird,
gemall der Rate eines Widerstandskomponenten-
werts des Referenzwiderstands Rref.

[0050] Bei der Diodenspannungssteuerschaltung
300 ist eine Kontaktpunktspannung Vs zwischen
Spannungsteilerwiderstanden R1 und R2 mit der Ba-
sis eines dritten Transistors Q3 verbunden. Ein Kol-
lektorwiderstand Rc ist mit dem Kollektor des dritten
Transistors Q3 verbunden. Ein Emitterwiderstand Re
ist mit dem Emitter des dritten Transistors Q3 verbun-
den. Ein Widerstand Rf ist zwischen die Kontakt-
punktspannung V,, zwischen dem Kollektorwider-
stand Rc und dem Kollektor des dritten Widerstands
Q3 und eine Kontaktpunktspannung V, zwischen der
ersten und der zweiten Diode D1 und D2 geschaltet.
Die Diodenspannungssteuerschaltung 300 ist eine
Spannungsteilervorspannungsschaltung, an die die
Referenzspannung Vref angelegt wird.

[0051] Der Betrieb der temperaturkompensierten
Schaltung fiir einen Leistungsverstarker durch eine
Diodenspannungssteuerung, die konfiguriert ist, wie
es in Fig. 6 gezeigt ist, wird basierend auf Betriebs-
modi 1, 2 und 3 gemaR einer Temperaturveranderung
beschrieben.
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(1) Betriebsmodus 1: Versorgungs- + Absorptions-
modus

[0052] Erstens nimmt, wenn die Temperatur der
Schaltung bezlglich der Zimmertemperatur hoch ist,
da eine Abnahme der Anschaltspannung des zweiten
Transistors Q2 verglichen mit einer Abnahme der
Spannung V,, die in die Basis des ersten Transistors
Q1 eingegeben wird, und der Spannung V,,, die in die
Basis des zweiten Transistors eingegeben wird, be-
merkenswert ist, der statische Betriebsstrom |, zu.
Um die Zunahme des statischen Betriebsstroms I,
bei der hohen Temperatur zu beschranken, erfolgt die
folgende Operation bei der Diodenspannungssteuer-
schaltung 300.

[0053] Falls die Kontaktpunktspannung Vs zwi-
schen den Widerstanden R1 und R2 unabhéangig von
der Temperatur konstant ist, nimmt, da die Anschalt-
spannung des dritten Transistors Q3 abnimmt, der
Kollektorstrom des Transistors Q3 zu, so dass ein
Spannungsabfall bei dem Kollektorwiderstand Rc
stark zunimmt. Die Kontaktpunktspannung V,  zwi-
schen dem Kollektorwiderstand Rc und dem Kollek-
toranschluss des dritten Transistors Q3 nimmt ab.

[0054] Die Kontaktpunktspannung V, zwischen der
ersten Diode D1 und der zweiten Diode D2 ist grofier
als die Kontaktpunktspannung V,,, zwischen dem
Kollektorwiderstand Rc und dem Kollektoranschluss
des dritten Transistors Q3. Ein Teil des Stroms, der
durch die erste Diode D1 flief3t, flie3t GUber den Wider-
stand Rfin den dritten Transistor Q3 (Ix < 0). Dement-
sprechend ist, wenn die Spannungen V,, V, und V,
abnehmen, die Zunahme des statischen Betriebs-
stroms |, beschrénkt. Das heif3t, wenn die Tempera-
tur héher als Zimmertemperatur ist, absorbiert die Di-
odenspannungssteuerschaltung 300 einen Teil des
Referenzstroms Iref.

[0055] Zweitens nimmt, wenn die Temperatur der
Schaltung niedrig ist und die Kontaktpunktspannung
Vs zwischen den Widerstdnden R1 und R2 konstant
ist, die Anschaltspannung des dritten Transistors Q3
zu, und der Kollektorstrom des dritten Transistors Q3
nimmt ab, so dass ein Spannungsabfall bei dem Kol-
lektorwiderstand Rc abnimmt. Die Kontaktpunkt-
spannung V, , zwischen dem Kollektorwiderstand
Rc und dem Kollektoranschluss des dritten Transis-
tors Q3 nimmt zu.

[0056] Die Kontaktpunktspannung V, zwischen der
ersten Diode D1 und der zweiten Diode D2 ist gerin-
ger als die Kontaktpunktspannung V,, zwischen
dem Kollektorwiderstand Rc und dem Kollektoran-
schluss des dritten Transistors Q3. Ein Teil des
Stroms, der durch den Widerstand Rc flief3t, flief3t
Uber den Widerstand Rf in die zweite Diode D2 (Ix >
0). Dementsprechend ist, wenn die Spannungen V,,
V, und V|, zunehmen, die Zunahme des statischen

Betriebsstroms |, bei einer niedrigeren Temperatur
beschrankt. Das heildt, wenn die Temperatur niedri-
ger als die Zimmertemperatur ist, liefert die Dioden-
spannungssteuerschaltung 300 einen Teil des
Stroms an beiden Enden der zweiten Diode D2.

(2) Betriebsmodus 2: Versorgungsmodus

[0057] Die Temperatur in allen Bereichen, in denen
die Schaltung wirksam ist, kann niedriger als die ma-
ximale Temperatur sein, die durch die Spezifikation
erlaubt ist. Da die Kontaktpunktspannung Vs zwi-
schen den Widerstanden R1 und R2 bei einer relativ
niedrigen Temperatur fest ist, nimmt die Anschalt-
spannung des dritten Transistors Q3 zu, und der Kol-
lektorstrom des dritten Transistors Q3 nimmt ab. So-
mit nimmt die Kontaktpunktspannung V,, zwischen
dem Kollektorwiderstand Rc und dem Kollektoran-
schluss des dritten Transistors Q3 zu.

[0058] Die Kontaktpunktspannung V, zwischen der
ersten Diode D1 und der zweiten Diode D2 ist gerin-
ger als die Kontaktpunktspannung V,  zwischen
dem Kollektorwiderstand Rc und dem Kollektoran-
schluss des dritten Transistors Q3. Ein Teil des
Stroms, der durch den Widerstand Rc flief3t, flief3t
Uber den Widerstand Rf in die zweite Diode D2 (Ix >
0). Dementsprechend nehmen die Spannungen V,,
V, und V, zu. Somit wird der statische Betriebsstrom
lq, der zu verringern ist, wenn die Temperatur ab-
nimmt, aufrechterhalten.

(3) Betriebsmodus 3: Absorptionsmodus

[0059] Die Temperatur in allen Bereichen, in denen
die Schaltung wirksam ist, kann héher als die maxi-
male Temperatur sein, die durch die Spezifikation er-
laubt ist. Da die Kontaktpunktspannung Vs zwischen
den Widerstanden R1 und R2 bei einer relativ hohen
Temperatur fest ist, nimmt die Anschaltspannung des
dritten Transistors Q3 ab, und der Kollektorstrom des
dritten Transistors Q3 nimmt zu. Somit nimmt die
Kontaktpunktspannung V.4 zwischen dem Kollektor-
widerstand Rc und dem Kollektoranschluss des drit-
ten Transistors Q3 ab.

[0060] Die Kontaktpunktspannung V, zwischen der
ersten Diode D1 und der zweiten Diode D2 ist gréer
als die Kontaktpunktspannung V, . zwischen dem
Kollektorwiderstand Rc und dem Kollektoranschluss
des dritten Transistors Q3. Ein Teil des Stroms, der
durch den Widerstand Rref flieRt, flie3t Gber den Wi-
derstand Rf in den dritten Transistor Q3 (Ix < 0), so
dass die Spannungen V,, V, und V abnehmen. So-
mit wird der statische Betriebsstrom |, der zu erh6-
hen ist, wenn die Temperatur zunimmt, aufrechterhal-
ten.

[0061] Eine weitere Funktion der vorliegenden Er-
findung besteht darin, den statischen Betriebsstrom
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eines Leistungsverstarkers unabhangig von einer
Veranderung der Referenzspannung Vref konstant
aufrechtzuerhalten. Die Referenzspannung Vref ist
ein Element, das in der Spezifikation eines typischen
Mobiltelefons enthalten ist, und eine Schwankung
derselben ist bis zu einem gewissen Grad zulassig.
Wenn die Referenzspannung Vref zunimmt oder ab-
nimmt, ist die Betriebscharakteristik der Schaltung,
die in Fig. 6 gezeigt ist, folgendermalien.

[0062] Erstens nimmt, wenn die Referenzspannung
Vref zunimmt, die Kontaktpunktspannung Vs zu, so
dass eine Zunahme der Spannung V, verhindert
wird.

[0063] Zweitens nimmt, wenn die Referenzspan-
nung Vref abnimmt, die Kontaktpunktspannung Vs
ab, so dass eine Zunahme der Spannung V, verhin-
dert wird, da die Schaltung wie eine niedertempera-
turkompensierte Schaltung wirksam ist.

[0064] Somit wird die Veranderung der Charakteris-
tik des Leistungsverstarkers unabhangig von der Zu-
nahme und Abnahme der Referenzspannung Vref
verringert.

[0065] FEig. 7 ist ein Schaltbild einer temperaturkom-
pensierten Schaltung fiir einen Leistungsverstarker
durch eine Diodenspannungssteuerung gemaf ei-
nem weiteren Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung, die aus dem Leistungsverstarker 100, der
eine temperaturkompensierte Schaltung aufweist,
und einer Diodenspannungssteuerschaltung 400 be-
steht.

[0066] Unter Bezugnahme auf Fig. 7 verandert sich
bei der Diodenspannungssteuerschaltung 400, wenn
eine Diode D3 an einem vorderen Ende des Span-
nungsteilerwiderstands R1 bei der Diodenspan-
nungssteuerschaltung 300 der Fig. 3 und Fig. 6 hin-
zugefligt wird, die Spannung Vs. Die Spannungen V,
und V, werden so verandert, dass die Kompensation
einer Temperatur gleichmafig wird.

[0067] Somit nimmt bei der Schaltung, die in Fig. 7
gezeigt ist, die Spannung Vs bei einer hohen Tempe-
ratur zu, so dass der Strom Q3 weiter zunimmt. Die
Spannung Vs nimmt bei einer niedrigen Temperatur
ab, so dass der Strom Q1 weiter abnimmt.

[0068] Fig. 8 ist ein Schaltbild einer temperaturkom-
pensierten Schaltung fiir einen Leistungsverstarker
durch eine Diodenspannungssteuerung gemaf ei-
nem weiteren Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung, die aus dem Leistungsverstarker 100, der
eine temperaturkompensierte Schaltung aufweist,
und einer Diodenspannungssteuerschaltung 500 be-
steht.

[0069] Die Diodenspannungssteuerschaltung 500,

bei der Widerstande Rc1 und Rc2 anstatt des Kollek-
torwiderstands Rc bei der Diodenspannungssteuer-
schaltung 300 in den Fig. 3 und Fig. 5 hinzugefugt
sind, kann die Spannung V4 durch ein Einstellen ei-
nes Verhaltnisses zwischen den Widerstanden Rc1
und Rc2 feiner bestimmen.

[0070] Fig. 9 istein Schaltbild einer temperaturkom-
pensierten Schaltung flr einen Leistungsverstarker
durch eine Diodenspannungssteuerung gemaf ei-
nem weiteren Ausflihrungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung, die aus dem Leistungsverstarker 100, der
eine temperaturkompensierte Schaltung aufweist,
und einer Diodenspannungssteuerschaltung 600 be-
steht.

[0071] Bei der Diodenspannungssteuerschaltung
600 veranderte sich, wenn die Diode D3 an dem vor-
deren Ende des Spannungsteiler-Widerstands R1
bei der Diodenspannungssteuerschaltung 500 in
Fig. 5 hinzugefligt wird, die Spannung Vs gemaf der
Temperatur. Die Spannungen V, und V, werden so
verandert, dass die Kompensation einer Temperatur
gleichmafig wird. Die Spannung V,,« kann durch ein
Einstellen eines Verhaltnisses zwischen den Wider-
stdanden Rc1 und Rc2 feiner bestimmt werden.

[0072] Die Fig. 10-12 sind Graphen, die die Be-
triebsmodi der temperaturkompensierten Schaltung
fur einen Leistungsverstarker durch eine Dioden-
spannungssteuerung gemaf der vorliegenden Erfin-
dung zeigen.

[0073] Die Eig.10A, Fig. 10B und Eig. 10C sind
Graphen, die Veranderungen von |y, V, bzw. I, ge-

man einer Temperaturveranderung bei dem Betriebs-
modus 1 (Versorgungs- + Absorptionsmodus) zei-
gen.

[0074] Die Fig.11A, Fig. 11B und Eig. 11C sind
Graphen, die Veranderungen von |y, V, bzw. I, ge-

mal einer Temperaturveranderung bei dem Betriebs-
modus 2 (Versorgungsmodus) zeigen.

[0075] Die Fig. 12A, Fig. 12B und Fig. 12¢ sind
Graphen, die Veranderungen von |y, V, bzw. I, ge-
maf einer Temperaturveranderung bei dem Betriebs-
modus 3 (Absorptionsmodus) zeigen.

[0076] Fig. 13 ist ein Graph, der Veranderungen
von |, gemaR einer Temperaturverdnderung bei dem
Betriebsmodi 1, 2 und 3 zeigt. Durch ein Einstellen
des Werts der Spannung V,x kann der Strom I, ein-
gestellt werden, wie es in Fig. 13 gezeigt ist, was be-
deutet, dass verschiedene Anwendungen mdglich
sind.

Industrielle Anwendbarkeit

[0077] Wie es im Vorhergehenden beschrieben ist,
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wird gemaR der temperaturkompensierten Schaltung
gemal der vorliegenden Erfindung trotz einer Tem-
peraturveranderung der statische Betriebsstrom des
Leistungsverstarkers bei der Zimmertemperatur auf-
rechterhalten (Modus 1), der Wert des statischen Be-
triebsstroms |, bei der héchsten Temperatur inner-
halb eines Bereichs, der durch die Spezifikation er-
laubt ist, aufrechterhalten (Modus 2), und der Wert
des statischen Betriebsstroms |, bei der niedrigsten
Temperatur innerhalb des Bereichs, der durch die
Spezifikation erlaubt ist, konstant aufrechterhalten
(Modus 3). Somit wird eine unnétige Leistungsauf-
nahme aufgrund des Leistungsverstarkers verhin-
dert.

[0078] Auflerdem weist eine tragbare drahtlose
Kommunikationsvorrichtung, die den Leistungsver-
starker gemaf der vorliegenden Erfindung aufweist,
eine langere Sprechzeit auf.

Patentanspriiche

1. Eine temperaturkompensierte Schaltung fir ei-
nen Leistungsverstarker durch eine Diodenspan-
nungssteuerung, bei der ein erster Widerstand
(Rref), eine erste Diode (D1) und eine zweite Diode
(D2) mit einer Referenzspannung in Reihe geschaltet
sind, wobei die temperaturkompensierte Schaltung
folgende Merkmale aufweist:
einen zweiten Widerstand (R1), der mit der Referenz-
spannung verbunden ist;
einen dritten Widerstand (R2), der mit dem zweiten
Widerstand in Reihe geschaltet ist;
einen vierten Widerstand (Rc), bei dem ein An-
schluss mit der Referenzspannung verbunden ist;
einen fiinften Widerstand (Re), bei dem ein An-
schluss mit Masse verbunden ist;
einen Vorspannungstransistor, der einen Basisan-
schluss, der mit einem Kontaktpunkt (VS) zwischen
dem zweiten widerstand und dem dritten Widerstand
verbunden ist, einen Kollektoranschluss, der mit dem
anderen Anschluss des vierten Widerstands verbun-
den ist, und einen Emitteranschluss aufweist, der mit
dem anderen Anschluss des fiinften Widerstands
verbunden ist; und
einen sechsten Widerstand (Rf), der zwischen einen
Reihenschaltungsanschluss zwischen der ersten Di-
ode und der zweiten Diode und den Kollektoran-
schluss des Vorspannungstransistors geschaltet ist,
wobei die Spannung des Kollektoranschlusses sich
zur Kompensation einer Temperatur verandert.

2. Eine temperaturkompensierte Schaltung fir ei-
nen Leistungsverstarker durch eine Diodenspan-
nungssteuerung, bei der ein erster Widerstand
(Rref), eine erste Diode (D1) und eine zweite Diode
(D2) mit einer Referenzspannung in Reihe geschaltet
sind, wobei die temperaturkompensierte Schaltung
folgende Merkmale aufweist:
eine dritte Diode (D3), die mit der Referenzspannung

verbunden ist;

einen zweiten Widerstand (R1), der mit der dritten Di-
ode verbunden ist;

einen dritten Widerstand (R2), der mit dem zweiten
Widerstand in Reihe geschaltet ist;

einen vierten Widerstand (Rc), bei dem ein An-
schluss mit der Referenzspannung verbunden ist;
einen flinften Widerstand (Re), bei dem ein An-
schluss mit Masse verbunden ist;

einen Vorspannungstransistor, der einen Basisan-
schluss, der mit einem Kontaktpunkt (VS) zwischen
dem zweiten Widerstand und dem dritten Widerstand
verbunden ist, einen Kollektoranschluss, der mit dem
anderen Anschluss des vierten Widerstands verbun-
den ist, und einen Emitteranschluss aufweist, der mit
dem anderen Anschluss des funften Widerstands
verbunden ist; und

einen sechsten Widerstand (Rf), der zwischen einen
Reihenschaltungsanschluss zwischen der ersten Di-
ode und der zweiten Diode und den Kollektoran-
schluss des Vorspannungstransistors geschaltet ist,
wobei die Spannung des Kollektoranschlusses sich
zur Kompensation einer Temperatur verandert.

3. Eine temperaturkompensierte Schaltung fur ei-
nen Leistungsverstarker durch eine Diodenspan-
nungssteuerung, bei der ein erster Widerstand
(Rref), eine erste Diode (D1) und eine zweite Diode
(D2) mit einer Referenzspannung in Reihe geschaltet
sind, wobei die temperaturkompensierte Schaltung
folgende Merkmale aufweist:
einen zweiten Widerstand (R1), der mit der Referenz-
spannung verbunden ist;
einen dritten Widerstand (R2), der mit dem zweiten
Widerstand in Reihe geschaltet ist;
einen vierten Widerstand (Rc1), bei dem ein An-
schluss mit der Referenzspannung verbunden ist;
einen funften Widerstand (Rc2), der mit dem vierten
Widerstand in Reihe geschaltet ist;
einen sechsten Widerstand (Re), bei dem ein An-
schluss mit Masse verbunden ist;
einen Vorspannungstransistor, der einen Basisan-
schluss, der mit einem Kontaktpunkt (VS) zwischen
dem zweiten Widerstand und dem dritten Widerstand
verbunden ist, einen Kollektoranschluss, der mit dem
funften Widerstand verbunden ist, und einen Emitter-
anschluss aufweist, der mit dem anderen Anschluss
des sechsten Widerstands verbunden ist; und
einen siebten Widerstand (Rf), der zwischen einen
Reihenschaltungsanschluss zwischen der ersten Di-
ode und der zweiten Diode und einen Reihenschal-
tungsanschluss zwischen dem vierten Widerstand
und dem flnften Widerstands geschaltet ist,
wobei die Spannung des Kollektoranschlusses sich
zur Kompensation einer Temperatur verandert.

4. Eine temperaturkompensierte Schaltung fir ei-
nen Leistungsverstarker durch eine Diodenspan-
nungssteuerung, bei der ein erster Widerstand
(Rref), eine erste Diode (D1) und eine zweite Diode
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(D2) mit einer Referenzspannung in Reihe geschaltet
sind, wobei die temperaturkompensierte Schaltung
folgende Merkmale aufweist:

eine dritte Diode (D3), die mit der Referenzspannung
verbunden ist;

einen zweiten Widerstand (R1), der mit der dritten Di-
ode verbunden ist;

einen dritten Widerstand (R2), der mit dem zweiten
Widerstand in Reihe geschaltet ist;

einen vierten Widerstand (Rc1), bei dem ein An-
schluss mit der Referenzspannung verbunden ist;
einen funften Widerstand (Rc2), der mit dem vierten
Widerstand in Reihe geschaltet ist;

einen sechsten Widerstand (Re), bei dem ein An-
schluss mit Masse verbunden ist;

einen Vorspannungstransistor, der einen Basisan-
schluss, der mit einem Kontaktpunkt (VS) zwischen
dem zweiten Widerstand und dem dritten Widerstand
verbunden ist, einen Kollektoranschluss, der mit dem
funften Widerstand (Rc2) verbunden ist, und einen
Emitteranschluss aufweist, der mit dem anderen An-
schluss des sechsten Widerstands verbunden ist;
und

einen siebten Widerstand (Rf), der zwischen einen
Reihenschaltungsanschluss zwischen der ersten Di-
ode und der zweiten Diode und einen Reihenschal-
tungsanschluss zwischen dem vierten Widerstand
und dem flinften Widerstands geschaltet ist,

wobei die Spannung des Kollektoranschlusses sich
zur Kompensation einer Temperatur verandert.

5. Die temperaturkompensierte Schaltung ge-
malf einem der Anspriiche 1 bis 4, bei der die Span-
nung des Kollektoranschlusses durch eine Spannung
eines Kontaktpunktes zwischen dem zweiten Wider-
stand und dem dritten Wider stand bestimmt wird.

6. Die temperaturkompensierte Schaltung ge-
malf einem der Anspriiche 1 bis 4, bei der die Span-
nung des Kollektoranschlusses durch einen Wert des
vierten Widerstands verandert wird.

7. Die temperaturkompensierte Schaltung ge-
maf Anspruch 3 oder 4, bei der die Spannung des
Kollektoranschlusses durch ein Verhaltnis zwischen
dem vierten Widerstand und dem flinften Widerstand
verandert wird.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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FIGUR &
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FIGUR 7
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FIGUR 9
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FIGUR 10B
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FIGUR 11A
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FIGUR 11C
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FIGUR 12B

Vy

... FALL, BEI DEM EINE KOMPENSATION
NICHT VORHANDEN IST

__ FALL, BEI DEM EINE KOMPENSATION
VORHANDEN IST

ZIMMER- TEMP (°C)

TEMPERATUR
FIGUR 12C
X
0 -
ZIMMER- TEMP (°C)
TEMPERATUR

Vx-ABNAHME

FIGUR 13

) \_’ MODUS?2

e, JUMER TEMP (°C)
TEPERATUR MODUS!
T MODUS3

19/19



	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

